128Mx72bits
SanMax Technorogies Inc. DDR2 SDRAM Buffered DIMM ECC

SMD-1G48W
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SanMax Technorogies Inc. SMD-1 G48E

Functional Block Diagram

RS1
RSO
DQS0 DQs4
DQso T pas4 |
DMO/DQS9 T ! ‘ DM4/DQS13 | |
Das9 oM/ U/ —— DM/ NUI Das13 1 - =—— !
RBQS Rpas C° PASDAS| [Rbas Rrpgs S PASDAS| RBGs MU~ TS pasbas gggs Mo/ Cs basbas
DQO—AM— 110 0 M 1100 DQ32 —A*— 1/0 0 M /00
DA1—V— 1101 DO M 1o1 D9 DQ33 —A /01 D4 H1I01 D13
DQ2—A\— /0 2 H 102 DQ34 —M— 1/0 2 H /02
DQ3—AM I/0 3 H 103 DQ35 —\ 1/0 3 H 103
DQ4 —A— 1/0 4 H o4 DQ36 —A\ 1/0 4 H o4
DQ5—A— I/0 5 H 1105 DQ37 —A 1/0 5 H 105
DQ6—\— 1/0 6 H /06 DQ38 — A\ 10 6 H o6
DQ7—A 110 7 H o7 DQ39 —\ 1/0 7 HlO7
DQS1 DQS5
DQS1 DQs5
DM1/DQS10 T } ! DM5/DQS14 1 T‘ |
DQS10 ] o DQS14 i + -——
RDGS Roas CS PASDAS| [RDas Rpgs CS PASDAS| RBGs UL s pasbas B%S gggs CS DQS Qs
DQ8 —A— 1100 Moo DQ40 —A— 1100 1100
DQ9 —W— 1101 D1 M /o1 D10 DQ41 —A— /0 1 D5 H 1/0 1 D14
DQ10—A\ 1/0 2 H 110 2 DQ42 —\ 110 2 110 2
DQ11—AM— 1/0 3 H103 DQ43 — | 10 3 /0 3
DQ12—A~— 1/0 4 H /0 4 DQ44 —\n 10 4 H o a
DQ13— A\ 1/0 5 H /105 DQ45 _ A\ 110 5 Hios
DQ14—ar 110 6 H o6 DQ46 _ | /O 6 106
DQ15—M— 1107 o7 DQ47 — 1107 Hio7
Das2 DQS6
DQS2 DQS6
DM2/DQS11 1 T‘ ‘ DM6/DQS15 l ]
DQS11 T t - —— | L Das15 i T i 1
RBGs Mors TS DasDas Rbos Nogg CS Dasbas DM o NUL__ Ts basbas P{%s NUT_GS DasBas
8813 —M— 1100 H 100 ngg —M— 1100 H 100
—WN—1/101 D2 r o1 D11 —N— 101 D6 M 101 D15
DQ18 —AV— 1/0 2 H 10 2 DQS0 —A— /0 2 H o2
DQ19 -~ 110 3 /03 DQ51 —Am— 110 3 H 103
DQ20 —A\— 1/0 4 H /0 4 DQ52 —ar 110 4 H 10 4
DQ21 A\ 1105 H 105 DQ53 .\~ 110 5 H 105
DQ22 .\~ 110 6 H /o6 DQ54_ 106 Hlo6
DQ23 — M 1107 Hlo7 DQ55 —\— 110 7 Hl0o7
DQS3 DQS7
DQS3 1 DQS7 1
DM3/DQS12 Y | | DM7/DQS16 T | |
DQS12 I t I 1 DQS16 ! s :
Rbas N €5 pasDas R’S&s Y5 Cs basDas RbSas N ©s pas Das gggs NUI_ TS pasbas
DQ24 —A\— 0 0 H 100 DQ56 —A— 1/0 0 H 100
DQ25 —A— 10 1 D3 M 101 D12 DQ57 —N— 1/0 1 D7 H 101 D16
DQA26 —A\— /0 2 H o2 DQ58 —WV*— 1/0 2 H 102
DQ27 A 110 3 H 103 DQ59—A— 1/0 3 H 103
DQ28 A~ /0 4 H o4 DQB0—N— 1/0 4 H 1o 4
DQ29 A~ /0 5 H 105 DQ61—\— I/0 5 H 105
DA30_\~f /0 6 H o6 DQ62 A~ 1/0 6 H o6
DQ31T—m— )0 7 Hluo7 DQ63—~V— 107 HIo7
DQsS8 Serial PD VDDSPD—ISerial PD
DQS8 1 SCL—» VDDVDDQ  ——p——F~ DO-D17
DM8/DQS17 T \ \ WP A0 A A2 r«—> SDA VREF
DQS17 ] S e Ef D0-D17
BV s % Ts pas bas| [R¥hs RBQ TS DQs Das| J:— sle S‘M slAz Vss | Do-p17
CBO —M— 1100 H /100 )
CB1—AM— 110 1 D8 M /01 D17 CKO— P | — PCKO0-PCK6,PCK8,PCK9-> CK: SDRAMs D0-D17
e Vo2 [ Vo2 K L | BCKo-PCK6,PCK8,PCK9-> CK: SDRAMs DO-D17
CB3 —\ 1103 H 103 CKO— | [— - , , -> CK: s DO-
CB4 — M 1/0 4 H 110 4 — — PCK7 -> CK: Register
CBS —A— 1105 Huo5 RESET—0E — = Y
CB6 — ] 1106 Hioe — PCK7 -> CK: Register
CB7 -~V /07 HluO7
S0 o RS0 -> CS: SDRAMs D0-D8
ST — W R — RS1->CS: SDRAMs D9-D17
BAO-BA1 ***-W— E RBAO0-RBA1 -> BA0-BA2: SDRAMs D0-D17
AQ0-A13 *** —W— G — RAO0-RA13-> A0-A15: SDRAMs D0-D17
RAS ——w— [ [— RRAS -> RAS: SDRAMs D0-D17
CAS — W s — RCAS -> CAS SDRAMs D0-D17
WE —W T RWE -> WE: SDRAMs D0-D17
CKEQ ——— W E — RCKEO -> CKE: SDRAMs D0-D8
CKE1 ——wW — RCKE1 -> CKE: SDRAMs D9-D17 Notes:
ODT0 —— | R [~ RODTO -> ODTO: SDRAMs D0-D8 ) . .
ODT1 ——— — RODT1 -> ODT1: SDRAMs D9-D17 1. DQ-to-I/O wiring may be changed within a byte.
RESET* —————FRsT 2. Unless otherwise noted, resistor values are 22 Ohms * 5%.
« PCK7™ = 3. RS0 and RS1 alternate between the back and front sides of the DIMM.
pPCK7+ 00—

* S0 connects to DCS and S1 connects to CSR on a Register. S1 connects to DCS and S0 connects to CSR on another Register.
** RESET,PCK7 and PCK7 connect to both Registers. Other signals connect to one of two Registers.
*** A13-15,BA2 have the optional pull down resistors(100K ohms), which is not indicated here.




